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LEDは半導体

Ｌ
Ｅ
Ｄ
ラ
ン
プ
や
チ
ッ
プ
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プ
Ｌ
Ｅ
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は
発
光
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子
で
あ
る
「
Ｌ
Ｅ
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」
に
よ
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て
光
を
放
ち
ま
す
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今
回
は
「
Ｌ
Ｅ
Ｄ
チ
ッ
プ
の
結
晶
の
成
長
法
」
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

発光ダイオードが
光を発するしくみ
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LEDチップの作り方

「
Ｌ
Ｅ
Ｄ
チ
ッ
プ
」
の
最
終
回
は
製
造
工
程
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

その　［製造工程］

LEDはＮ形（NEGATIVE）とＰ形（POSITIVE）の半
導体を接合したモノです。LEDチップは、液相や
気相といった方法で基板上にＮ形Ｐ形の結晶を成
長接合させることからはじまります。

P型層�

N型層�

基板結晶�

前号のおさらい

1
LEDウエハーを研摩し、ＧaAs(ガリ
ウム砒素）基板部分を除去します。
結晶表面を磨き鏡面仕上げをします。

基板除去

2
Ｎ側の電極を形成しない部分にマスクと
してレジストを塗布します。

マスク

3
電極を形成するために、結晶面に金を
含む電極材を蒸着します。

●表面電極形成（Ｎ側蒸着）
Ｎ層側の結晶面に電極材を真空蒸着し
ます

●裏面電極形成（Ｐ側蒸着）
Ｐ層側の結晶面に電極材を全面蒸着します

蒸着

4
表面と裏面に形成し
た電極（金属）を結晶
面に溶着合金させる
ために、300～
400℃の不活性
ガスの中で熱処
理します。

合金

5
レジストといっしょに余分な金属をはがすと、
マスク工程での凹部の形に電極が残ります。

ｐ－ｎ接合で発光した光が表面を通して外部
に出るようにします。

リフトオフ 7
表面電極の剥離を防ぐために、円形電
極の形成された結晶表面にレジストを
塗布します。結晶裏面と
セラ板とが密着するよう
にワックスを塗り、貼り
付けます。

レジスト塗布

8
結晶層の約半分を
カットします。

ハーフダイシング

9
ダイシングによって結晶面についた
加工ひずみを除去するためにエッチ
ング液に浸し、鏡面仕上げをします。

メサエッチング

10

レジストを溶剤で
除去、セラ板を
はがします。

レジスト除去　
セラ板はがし

11
波長を検査し選別。
輝度のランクを判定。

特性検査・判定

12
シートを貼り付け、ハーフダイシング
の過程でウエハーの半分までカッ
トしたダイオードを分離して
チップ状にします。

スクライブブレーキング

13 外観検査

14 完成

LEDウエハー
（GaAlAs : ガリウムアルミニウム砒素）

電極材 レジスト

エッチング液

GaAlAs  LEDウエハーの連続液相成長図例

GaAs基板� 第一層�
ＰタイプGaAlAs�
エピタキシャル成長�

第二層�
NタイプGaAlAs�
エピタキシャル成長�

溶液  ２�溶液  １�

GaAs+Al+Zh GaAs+Al+Te

GaAlAs�
エピタキシャル層�

ソース  1 ソース  2

P P
N

#

# #

#

6 特性検査

LEDチップ

ｐ-ｎ接合形成
※実際の色とは異なります

2

2


